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1. はじめに 

我々はシリコンプラットフォーム上異種材料

集積技術を利用し、将来の機能可変型光集積回路

の実現に向けて、光集積回路基本構成要素の組み

合わせ変更による複数機能の実現を目指してい

る。実現可能な機能の一つとして相互利得変調に

よる波長変換が考えられる [1]。今回は、実際に

SOI 基板上レーザ・SOA の一体集積による波長

変換動作を始めて実現したのでご報告する。 
2.実験内容 

Fig.1 に素子の概略図を示す。SOI 基板上に 2
つのリングによる波長フィルタとループミラー

による外部共振器と GaInAsP 多層量子井戸を活

性層とする InP 基板を常温活性化接合により接

合し[2]、レーザ・SOA の利得領域を形成した。

レーザ出力はチップ内の 3 dB カプラを経由し

SOA に入力され増幅されたものが出力ポートか

ら見ることができる。また、外部から波長可変レ

ーザ(TLD)を入力するポートは 3 dB カプラを経

由し同じく SOA に入力される構造になっている。 
レーザの注入電流 ILD=70 mA、SOA の注入電流

ISOA=30 mA とすると Fig. 2(a)に示すように波長

1551.35 nm でシングルモード発振が得られた。こ

の状態で外部から波長 1566.35 nm、17 dBm（チ

ップ結合前出力）の TLD 光を入力したときのス

ペクトルを Fig. 2(b)に示す。集積レーザからのピ

ーク値として消光比 7.0 dB が得られた。これに

より、1566.35 nm から 1551.35 nm への波長変換

が行える可能性を得た。Fig. 3 には、消光比の入

力波長依存性を示す。今回は 1550 nm より短波側

では大きい消光比を得ることができなかった。今

後、レーザの発振波長を可変して詳細を確認する

予定である。 
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Fig. 1 Schematics of Cross gain modulation. 

Fig. 3 Input TLD wavelength dependence on extinction ratio at 
1551.35 nm (wavelength of LD integrated with SOA). 
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Fig. 2 Lasing spectrum from output port. 
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